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CRA equ  $1000

CRB equ  $1001
DDRAORA equ $1002
DDRBORB equ $1003
Org $3000

CLRA inh 4F

STA CRA etd B7 10 00

STA CRB etd B7 1001

LDA #S2A imm 86 2A

STA DDRAORA etd B7 10 02
LDB #S44 imm C6 44

STB DDRBROB etd F6 10 03
LDA #SA4 imm 86 A4

STA CRA etd B7 10 00

STA CRB etd B7 1001

STB DDRAORA etd F6 10 02
STB DDRBORB etd F6 10 03
SWI inh 3F

Aaadad JS3 538 Jac (2
bl Abay) Jadadall daef (3

A <00

$1000 €A

$1001 €A

A< 2A

$1002 €A

B< 44

$1003 <B

A< AL

$1000 €A

$1001 €A

$1002 <B

$1003 <B

CE PROGRAMME EPRMET LA CONFIGURATION DES PORTS D E/S DU

PIA.
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Université d’El oued Faculté de technologie 3¢me gnnée Electronique
Module : Technologie et fabrication des circuits intégrés Durée 1h :00

Examen de controle

Questions:

1- Donner une définition pour

-Un circuit intégré Un circuit intégré est une petite plaquette, généralement
en silicium, pouvant contenir des centaines a des millions de transistors,.............

- Microélectronique . s'intéresse a l'étude et a la fabrication de composants
électroniques a l'échelle miCroNIQUE.......uuuueseevevveeeennne..

2- La fabrication industrielle du silicium s'effectue selon la réaction ( équation)
suivante :. ...... Si02 +2 C——> 851 +2 CO..
3. Ou se trouve la matiere primaire du Silicium?.

... On le trouve généralement sous forme de silicate dans de nombreuses
roches, argiles et terres....

4. Expliquer le mot Wafer des plaques circulaires a partir desquelles seront
produits les composants présents dans tous les appareils électroniques

5- Qulle est la difference entre un Silicium intriseque et un Silicium extrinseque?

Silicium intriseque. semi conducteur pure
Silicium extrinseque semi conducteur dopé par des impuretés

6-Expliquer brievement

-Le dopage par implantation ionique Le dopage par implantation
Ionique consiste a accélérer des impuretés ionisées avec un champ électrique........

- Le dopage par diffusion.. Le dopage par diffusion peut étre fait a partir -
d'une source solide ...............
d'une source liquide.................
d'une source gazeuse .........................
7. Quel est le but de l'oxidation ?

peut servir de masque d'implantation ou de diffusion de dopants ....... etc
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http://www.wikelectro.com/implantation_ionique.php
http://www.wikelectro.com/implantation_ionique.php

8- Expliquer briévement.

-L'épitaxie. est une étape technologique consistant a faire croitre du cristal sur
AU CTISEAL oo

- Photolithographie est une procédé de transfert d'un masque (physique ou
logiciel) vers la plaquette................... etc
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Exercice 1 : (10 points)
Soit x(t)=2cos(100mxt) et la fréquence d'échantillonnage f,=200 Hz
7).~ 1-Calculer X(f): la transformée de Fourier du signal x(t).

) -
9. 2-Tracer le spectre X(f).

L 3-Trouver l'expression du signal échantillonné X(t)
1~ 4-Calculer X¢(f): la transformée de Fourier du signal échantillonné Xe(t)
1~ 5-Tracer le spectre Xq(f).

1/ 6- La condition de Shannon est- elle vérifiée? pourquoi?
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Exercice 2 : (10 points) |

1- Tracer le schéma d'un convertisseur analogique numérique,

2-Tracer le schéma d'un convertisseur numérique analogique.
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Solution d’Examen de Travaux avant-projets

Exercice 1 (9pts) :

Classer les composants €lectroniques actifs et passifs qui suivants dans le tableau ci-dessous :

Actif Passif

- batterie - Résistance

- générateur - condensateur
- - inductance

- - transformateur
- - diode

- - triac

- - thyristor

Exercice 2 (11pts)
Citer deux différences entre Thyristor et Triac ?

- Le thyristor est un dispositif unidirectionnel tandis que dans le TRIAC est un dispositif bidirectionnel

- Le thyristor controle 1'alimentation DC tandis que le TRIAC controle I'alimentation DC et AC.

-Potentiometre  -Pont de dig - Diode Zener  -Transistor -Thyristor - Diac
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